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请注意以下有关宁波宝芯源功率半导体知识产权政策

＊宁波宝芯源功率半导体有限公司（以下简称本公司）已申请了专利，享有绝对的合法权益。与本公司产品有关的专利权并未被同意授权使用，

任何经由不当手段侵害本公司专利权的公司、组织或个人，本公司将采取一切可能的法律行动，遏止侵权者不当的侵权行为，并追讨本公司因

侵权行为所受的损失、或侵权者所得的不法利益。

＊宁波宝芯源功率半导体有限公司的名称和标识都是本公司的注册商标。

＊本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而本公司对于规格内容的使用不负责任。文中提到

的应用其目的仅仅是用来做说明，本公司不保证和不表示这些应用没有更深入的修改就能适用，也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它

原因可能会对人身造成危害的地方。本公司的产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。本公司拥有不事先通知而修改产品

的权利，对于最新的信息，请参考官方网站 www.pwcore.com。
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NMOS 40V/80A NP080S040P56A

产品特性 Features

 先进沟槽工艺技术

 超低栅极电荷

 超低 Ron 高密度单元设计

 RoHS 产品

应用领域 Applications

 负载开关

 脉宽调制器

 DC/DC 转换器

 高频开关

关键参数与封装信息 Key Performance and Package Parameters

Advanced Trench Technology

Super Low Gate Charge

High Density Cell Design for Ultra Low Rdson

RoHS Product

Load Switching

PWM

DC/DC Converter

High Frequency Switching

NP080S040P56A 80 5.1
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历史版本历史版本

版本号 时间 修改内容

V1.0 2022 年11 月 初始版本
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